Контрольные вопросы к защите лабораторной работы Ф-7 
Изучение электрических свойств полупроводниковых  р-n переходов 
(МВТУ- 2012/2013 уч. г.)

1. Полупроводники и их типы. Вырожденные полупроводники.

2. Температурная зависимость сопротивления полупроводников. Удельные сопротивление и проводимость.

3. Электронно-дырочная теория. Подвижность носителей тока. Эффективная масса носителей заряда.

4. Волновые свойства электрона. Плотности распределения электронов проводимости по энергии и другим параметрам.

5. Зонная теория проводимости. Энергетический уровень Ферми. Поверхность Ферми. Инверсная заселенность энергетических уровней.
6. Влияние примесных включений на распределение энергетических зон в полупроводниках.

7. Энергетические зонные соотношения в полупроводниковом р-n переходе.

8. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) полупроводниковых диодов. Различия характеристик кремниевых и германиевых диодов. Туннельный эффект, туннельные диоды.
9. Полупроводниковые фотодиоды, светодиоды и лазеры. Принцип их работы.

10.  Преимущества мостовых измерительных схем.
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